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	1.产品描述
	1.1产品特点
	1.2.应用领域
	2.功能描述
	2.1电气连接
	图1. 引脚定义示意图
	表1
	3.技术指标
	3.3力学特性
	4.外形结构（单位：mm）
	5.选型指南
	GZP
	芯感智
	195
	产品大类
	010
	压力量程      010：10kPa；050：50kPa
	G
	压力类型      G：表压  
	F01(附属项)
	包装方式      F01：料管；B01：编带
	6.包装信息
	6.1料管包装
	6.2编带包装
	7.订购说明：
	8.使用注意事项
	由于本产品为热容量较小的小型构造，因此请尽量减少来自外部的热量的影响。否则可能会因热变形而造成破损，
	1） 手焊接 
	· 请使用头部温度在 260 ～ 300 ℃（30 W）的电烙铁 在 5 秒以内实施作业。 
	· 在端子上施加负载进行焊接的情况下，由于输出可能会发生变化，因此请注意。 
	· 请保持电烙铁头洁净。 
	2） DIP 焊接（DIP 端子型） 
	· 在温度为 260 ℃以下的 DIP 焊锡槽内在 5 秒以内实施作业。 
	· 安装在热容量较小的基板上时，由于可能会发生热变形，因此请注意 DIP 焊接的温度。 
	3） 回流焊接（SMD 端子型） 
	推荐的回流炉温度设置条件如下所示
	· 由于无法做到自校准，因此请慎重地对准端子与走线的位置。 
	· 设置的温度为端子附近的印刷电路板上所测得的值。 
	· 由于装置，条件等原因，压力导入口的先端因为高温会发生溶解和变形，务必请在实际的贴装条件下，进行确
	4） 焊接部的修正 
	· 请一次性完成修正。 
	· 对搭焊进行修正时，请使用头部形状较平滑的电烙铁，请勿追加涂敷助焊剂。 
	· 关于电烙铁头部的温度，请使用在规格书所记载的温度以下的电烙铁。 
	5）在端子上施加过度的力后，会引发变形，损害焊接性，因此请避免使产品掉落，或进行繁杂的使用。
	6） 安装传感器后，对基板进行切割弯折时，请注意不要使焊接部产生应力。 
	7） 由于传感器的端子为外露构造，因此金属片等触摸端子后，会引发输出异常。请注意不要用金属片或者手等
	8） 焊接后，为了防止基板的绝缘恶化而实施涂层时，请注意不要使传感器上面附着药剂。 
	1） 由于产品为开放型，因此请注意不要使清洗液侵入内部。 
	2） 使用超声波进行清洗时，可能会使产品发生故障，因此请避免使用超声波进行清洗。 
	1） 本产品为非防滴构造，因此请勿在可能溅到水等的场所中使用。 
	2） 请勿在产生凝露的环境中使用。另外，附着在传感器芯片上的水分冻结后，可能会造成传感器输出的变动或
	3） 压力传感器的芯片在构造上接触到光后，输出会发生变动。尤其是通过透明套等施加压力时，请避免使光接
	4） 正常包装的压力传感器可通过普通输送工具运输。请注意： 产品在运输过程中防止潮湿、冲击、晒伤和压
	1） 安装方法错误时，会造成事故，因此请注意。 
	2） 请避免采用超声波等施加高频振动的使用方法。 
	3） 能够直接使用的压力媒介仅为干燥无腐蚀性气体，除此以外的媒介，尤其是在腐蚀性介质和含有水分、异物
	4） 压力导入口的内部配置有压力传感器芯片。从压力导入口插入针等异物后，会造成芯片破损和导入口堵塞，
	5） 关于使用压力，请在额定压力的范围内使用。在范围外使用时，会造成破损。 
	6） 由于可能因静电而造成破坏，因此使用时请注意以下事项。 
	请将桌子上的带电物，作业人员接地，以使周围的静电安全放电。
	根据所使用的压力，请充分注意产品的固定和套管，导入管的固定及选择。另外，如有疑问，敬请垂询。
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